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ниже нескольких кэВ. В работе исследовались различные образцы кристаллов 
LGBO: монокристаллы и кристалловолокна, полученные методом  μ-PD  мик-
ровытягивания. 

Для интерпретации экспериментальных данных по кинетике КОП использо-
валась модель туннельного переноса электрона в условиях  диффузионной по-
движности дефектов. В рамках данной модели применяется численное решение 
уравнения Смолуховского для корреляционной функции Y(r, t) разнотипных де-
фектов [1], с помощью которой определяется нестационарная константа скоро-
сти реакции K(t) и концентрация дефектов n(t). На Рисунке 1 представлены ре-
зультаты моделирования в сопоставлении с экспериментальными данными при 
различных температурах: T=380 K, 340 K, 293 K  [2]. При обработке экспери-
ментальных данных предполагалось, что величина регистрируемой наведенной 
оптической плотности пропорциональна концентрации актуальных дефектов 
n(t). 

Как видно из приведенных графиков, кинетика затухания КОП для LGBO 
адекватно описывается с помощью предложенной модели. Кроме того, в данной 
работе обсуждаются механизмы формирования, природа дефектов решетки и 
процессы излучательной релаксации энергии электронных возбуждений при 
воздействии импульсного электронного пучка, как для монокристаллов так и и 
кристалло-волоконных образцов LGBO. 
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Использование стекол класса ТФ в качестве активных сред при конструиро-
вании оптоэлектронных приборов и устройств определяет интерес к исследова-
нию процессов излучательной релаксации ЭВ. Исследование люминесценции 
таких объектов даёт дополнительную информацию, необходимую для совер-
шенствования их электронно-оптических характеристик. 

В работе исследованы спектрально-люминесцентные свойства свинцово-
силикатных стекол класса тяжелых флинтов в диапазоне температур 10–295 К. 
Считается, что люминесцентные характеристики свинцово-силикатных стекол 
определяются ионами свинца-активатора или модификатора сетки стекла. В то-
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же время присутствие в составе стекол ТФ щелочных элементов (до 6 мол. % K 
и до 1,5 мол. % Na) не исключает возможности вклада в люминесценцию L-
центров. Известно [1], что с ростом концентрации K2O и уменьшением содер-
жания оксида свинца наблюдается рост свечения при 3,0 эВ. В работе люми-
несценция приписывалась 3P1→1S0 переходам в Pb2+, что не оправдано по не-
скольким причинам: данный переход является запрещенным; данное положение 
не учитывает значительное содержание K2O (до 22,5 мол. %). Прояснение при-
роды центров в значительной мере затруднено многокомпонентностью системы 
и требует дополнительных исследований процессов излучательной релаксации 
ЭВ в модельных стеклах. Свечение с энергией 2,8 эВ соответствует внутрицен-
тровым переходам в ионе свинца, встраивающемся в структуру стекла без зна-
чительного искажения среднего порядка [2]. Природа полосы 3,0 эВ может быть 
связана с присутствием щелочных ионов в структуре стекла, в связи с чем 
уместно рассмотреть возможность свечения центров, природа которых связана с 
щелочными металлами, модифицирующими сетку стекла. Люминесценция 
натриевых L-центров наблюдается в области 3,4 эВ и возбуждается фотонами с 
энергией более 6,0 эВ [3]. В [4] свечение с энергией 3,1 эВ (400 нм) приписыва-
ется триплет-синглетным переходам в ионе свинца, чьё ближайшее окружение 
модифицировано L-центром, связанным с ионами натрия. В [5] отмечается, что 
люминесценция L-центров тушится уже при малых концентрациях активатора. 
Таким образом, свечение в области 3,0 эВ логично связать с переходами между 
локализованными состояниями Pb2+, в ближайшем окружении которого нахо-
дится щелочной ион. Исследование люминесцентных и кинетических характе-
ристик показывает, что свечение стекол ТФ обусловлено присутствием в струк-
туре нескольких типов центров люминесценции. Свечение эффективно возбуж-
дается светом с энергией, соответствующей межзонным переходам, что указы-
вает на участие локализованных состояний хвостов энергетических зон в про-
цессе излучательной релаксации. 

Работа выполнена поддержке РФФИ (грант № 12-08-00852) и Уральского 
Федерального Университета в рамках конкурса молодых ученых. 
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